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Abstract (en)
[origin: WO8204499A1] In a semiconductor chip (12), there is arranged an integrated circuit with an npn transistor (10) and one diode (11). The
diode (11) is connected to the collector of the transistor (10) through its cathode. The collector area of the transistor (10) is formed by a layer with an
n?- type conductivity (14). The base area of the transistor (10) is formed by a first p type conductivity area (16) and diffused in the collector area (14)
while the transmitter area of the transistor (10) is formed by an n?+ type conductivity area (17) diffused in the base area (16). The cathode of the
diode (11) is formed by the n?- collector area (14) of the transistor (10) while the anode of the diode (11) is formed by a second p type conductivity
area (18) diffused in the collector area. Further, there is diffused, in the collector area (14) around the second area (18) having a p type conductivity,
a third p type conductivity area (19) which forms a guard-ring. This area (19) is connected with the collector area (14) of the transistor (10) by a
metallization (20).

Abstract (fr)
Dans une plaquette semiconductrice (12) on amenage un circuit integre avec un transistor npn (10) et une diode (11). La diode (11) est connectee
au collecteur du transistor (10) par sa cathode. La zone collectrice du transistor (10) est formee par une couche a conductivite de type n- (14). La
zone de base du transistor (10) est formee par une premiere zone a conductivite de type p (16) et diffusee dans la zone du collecteur (14) tandis
que la zone d'emetteur du transistor (10) est formee par une zone (17) de type de conductivite n+ diffusee dans la zone de base (16). La cathode
de la diode (11) est formee de la zone n- collectrice (14) du transistor (10) tandis que l'anode de la diode (11) est formee par une deuxieme zone de
type de conductivite p (18) diffusee dans la zone collectrice. En outre, on a diffuse dans la zone collectrice (14), autour de la deuxieme zone (18) du
type de conductivite p une troisieme zone de type de conductivite p (19) qui forme un anneau de garde. Cette zone (19) est connectee avec la zone
collectrice (14) du transistor (10) par une metallisation (20).
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